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ipss

Y21l

25 V max.

30...250 mA aVgg=0
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23mA/V typaVgg=0
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ABSOLUTE RATINGS { LIMITING VALUES ) T o ( unless otherwise stated )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb = + 2590C

{ sauf indication contraire )

Gate drain voltage 3
Tension grille - drain VGD -2 v
Drain source voltage
Tension drain - source vDs 25 v
Gate current
Courant de grille I 10 mA
Power dissipation o .
Puissance dissipée Tease 25 °C Ptot 300 mW
Storage temperature min - 55 °C
Température de stockage max Tstg + 150 °C
* Derate at 2,4 mW per °C up to 150 °C
* Réduire de 2,4 mW par °Cjusqu’s 150 °C
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BF 247

STATIC CHARACTERISTICS

T: =250C { unless otherwise stated )
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb { sauf indication contraire )
Conditions de mesure R
Test conditions Min. Typ. Max.
Gate source breakdown voltage Vpg=10
v _
Tension de claquage grille source Ig =-1THA (BR)GSS 25 v
Total gate leakage current VDS =0
| -
Courant de fuite total de grille Vgs = -15V GSS 5 nA
Drain current {1) VDs =16V *
Courant de drain (1) Vge =0 Ipss 10 300 mA
Gate source voltage Vhe = 15V
DS = _
Tension grille source Ip = 200uA Vas 0.5 14 v
Gate source cut off voltage VDS =15V v
Tension grille-source de blocage lp = 10nA GSoff -0,6 —14,5 \
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux
Forward transfer admittance Vps = 18V
Admittance de transfert direct Vgs =0 [Y214] 8 23 m$
f = 1kHz
Reverse transfer capacitance VDS i 1BV ¢
Capacité de transfert inverse Ip = 10mA 12ss 35 pF
f = 1MHz
Input capacitance VDS =15V ¢
Capacité d’entrée ID = 10mA 11ss 15 pF
f = 1MHz
Output capacitance Vpg = 18V c
Capacité de sortie ip = 10mA 22ss 4,5 oF
f = 1MHz
(1) Three |pss classes are available on request
(1) Trois classes de Ings sont livrables sur demande
| *
Group DSS
Vacd Ve =15V I = 200 nA
— = GS DS ’ D
Groupe Vpg =15V, Vgg=0
A 30 3 80mA —15V a—4V
B 60 & 140 mA -3 Va-7v
(o 110 & 260 mA —-55V a —-12Vv
* Pulsed ,<300us 5<2%

* Impulsions
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BF 247

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

'o T "bs
(ma)|'e < 300‘“/ Vgs=0V «) Vps=0
5 < 2% A { } s
V 1V
80 2
/i 10*
/ / —2V 5
] I
60 , / 2
i/ -3V 103
40 f // l 5 /
¢ —4V
h//' i ! 2 /
V/ 5V 102 v
20 1 |
1 5
BV -
s | g -y
7 =7V 2
] Za [ ] 10
0 4 8 12 16 VgV 0 2 4 6 8  —vgglv)
'n
(mA) ] Vpg =18V
\ tp < 300 us
2 N s <2%
0! \\
&
\
, \
o0 \
5
2
107
5
2
102
0 2 4 6 8 —VgstV!

863



BF 247

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals }
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
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BF 247

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux |
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